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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РАДІАЦІЙНЕ ПОШКОДЖЕННЯ  

СЦИНТИЛЯЦІЙНОГО КРИСТАЛА CsI 

Трефiлова Л.М.1, Положій Е.М.1, Лебединський О.М.2, Шпилинська О.Л.2 

1 Нацiональний унiверситет цивiльного захисту України, м. Харків  
2Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук 

України, м. Харків  

Кристал CsI це конверсійний елемент, що входить до складу 

сцинтиляційного детектора. Під дією радіації в кристалах утворюються центри 
забарвлення, що призводять до деградації робочих параметрів детектора 

внаслідок погіршення прозорості конверсійного елемента. Cеред усіх 

галогенідів лужних металів йодид цезію є найбільш стійким до впливу 

іонізуючого випромінювання і не забарвлюється навіть за доз 105 Гр через 
високу енергію активації просторового розділення F-H пар у кристалі CsI. Але 

відповідно до проведених експериментів, під час опромінення навіть відносно 

невеликими дозами 1-1102 Гр у кристалі CsI утворюються F-центри. Причи-
ною їх утворення є забрудненість домішками OH–- і CO3

2–-іонів. Вказані іони 

утворюються внаслідок процесів гідролізу і піролізу, що проходять у процесі 

вирощування кристала CsI. У доповіді запропоновано механізм утворення F-
центрів за участю вказаних кисневмісних іонів. Кристал CsI:0,01CO3 моль % є 

ефективним сцинтиляційним матеріалом. У разі захоплення зонної дірки 

і електроної провідності домішково-вакансійний диполь CO3
2–-va

+ перет-

ворюється на F-центр, збурений однозарядним іоном CO3
–. Термічно активо-

ваний аніон-аніонний перенос електрона з енергією активації EА = 0,1 еВ 

призводить до відновлення CO3
2–-іона й утворення Vk-центра поруч з F-

центром. У результаті тунельної перезарядки [F,Vk] пар виникають CO3
2–-

локалізовані екситони. Їх випромінювальний розпад призводить до 
сцинтиляцій в області 3,0 еВ, час загасання яких становить 2 мкс. Якщо 

домішково-вакансійний диполь знаходиться в дисоційованому стані, то його 

компоненти під час захоплення зонної дірки і електрона провідності 

перетворюються в просторово розділені однозарядний CO3
–- іон і F-центр: 

FCOehaCO  ....3..............2
3

  (1) 

Делокалізація дірки з однозарядного CO3
–- іону і термічна дисоціація 

VkA-центра, що при цьому утворюється, призводить до появи пар [F,Vk] 

з просторово розділеними компонентами. Їх тунельна рекомбінація супровод-

жується -люмінесценцією і утворенням аніонних вакансій. За наявності 

F-центрів може також відбуватися тунельне перезарядження дефектів: 
  aii HFH v0  (2) 

Джерелом міжвузельного водню 0
iH  є радіаційно-стимульована 

дисоціація OH–-іонів: 

0)( iHaO
h

aOH 
  (3) 

“Виживання” F-центрів під час опромінення кристала CsI забезпечує 

реакція утворення іонів бікарбонату за участю міжвузельного водороду: 
 3...3 HCOiHCO     (4). 


